
新技術の概要

高性能強誘電体薄膜：HfO₂系単結晶で次世代メモリに革新

用途分野

特許情報

本技術のアピールポイント

技術の詳細

斜方晶蛍石型構造を持つHfO₂系単結晶強誘電体薄膜により、高分極・高再現性を
実現 次世代不揮発性メモリ等へ応用可

・単結晶薄膜で分極軸が揃い高性能を実現
・HfO₂系材料で毒性元素を含まず安全
・シリコン基板対応でCMOS集積が容易

強誘電性不揮発性ﾒﾓﾘ (FeRAM)
抵抗変化型不揮発性ﾒﾓﾘ(ReRAM)等

発明の名称：強誘電性薄膜、電子素子
及び製造方法
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